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PROGRAMA DE CURSO

FI6007 Semiconductores

Semiconductors

6 | o | 3 | o |

F12002 Electromagnetismo Electivo Licenciatura
FI12004 Termodinamica o 1Q2212 Termodinamica
Quimica

Quienes cursan la asignatura demuestran que:
1. Conocen los principios elementales de teoria de bandas en sélidos en la aproximacion de
masa efectiva.
2. Conoce los aspectos elementales de la manufactura de dispositivos electrénicos a escalas
del orden de 100 nm o superiores.
3. Comprende el comportamiento de las junturas np en semiconductores y el funcionamiento
de dispositivos, especificamente diodos, LED (diodos emisores de luz) y celdas solares.
4. Conoce el comportamiento de estructuras MOS (metal-6xido-semiconductor) tanto desde el
punto de vista bdsico como su uso en dispositivos (memorias RAM y transistores)

-Clases expositivas Evaluacion
-Tareas -Tareas
-Presentaciones por parte del alumno de -Examen escrito
articulos de investigacidn, capitulos -Presentacién final
de libros, o estudio de caso
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Unidades Tematicas

Introduccion

1. Densidad de estados en el
modelo de electrones libres
(teoria de Sommerfeld).

2. Elementos de teoria de bandas
en soélidos (teorema de Bloch).

3. Metales, aisladores Y
semiconductores
4, Masa efectiva en

semiconductores

5. Conduccidn en semiconductores
y en la nanoescala

6. Semiconductores homogéneos e
inhomogéneos

7. Semiconductores intrinsecos vy
extrinsecos

1) Conocer la diferencia entre
descripcién clasica y cuantica en la
aproximacién de electrén
independiente, en la aproximacion
de masa efectiva.

2) Conoce la diferencia entre
transporte  difusivo  (en la
aproximacién de tiempo de

relajacion) y transporte balistico.

1. Juntura np en equilibrio

2. Juntura np polarizada

3. Zona de difusion en la juntura
polarizada

4. Dispositivos
juntura np

basados en la

Conoce el comportamiento de la

juntura np

Es capaz de resolver el problema
autoconsistente en una dimension
Conoce el principio de
funcionamiento de dispositivos
comunes como el LED y la celda
solar

(11 [2]y (3]

1.E
MO
2.

con

structura y electrostatica basica del
S

Propiedades del MOS como
densador a alta y baha frecuencia

Comprende el papel de la
estructura MOS como base de
diferentes dispositivos de uso
diario

Dispositivo MOS (metal éxido semiconductor)

(11 (2]y (3]
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3. El transistor de efecto de campo
basado en el MOSFET

n Fenédmenos de ruptura

Conduccidén no ohmica en | Se identifica diferentes | 1] [2]y [3]
semiconductores y aisladores bajo | mecanismos de conduccién bajo
campos eléctricos intensos campos eléctricos intensos, que se

apartan de la ley de Ohm.
Es capaz de identificar dispositivos
gue funcionan en este régimen.

Efectos de superficie 4

Se identifica el efecto de las 1] [2]y [3]
Efectos de superficie en | Impurezas sobre las superficies
semiconductores conductoras y la curvatura de
-Contaminacién superficial | bandas asociadas.
eléctricamente activa Se familiariza con la
-Efectos debido a cargas en las | adsorcidén/desorcion influida por
interfases campos eléctricos intensos en las
-Efecto electroadsortivo inmediaciones de la superficie
semiconductora

[1] Neil W. Ashcroft y N. Mermin, Solid State Physics, CBS publishing, 1988

[2] S.M. Sze, Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 2006

[3] Apuntes del curso “Microelectronic Devices and Circuits”, partes 1-10, del ITM:
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-012-
microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/readings/

Victor Fuenzalida
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